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Obudowa diody Schottky “ego BADP 14

Dioda BADP 14 jest krzemowg dioda z barierz powlerzchniowa

w obudowie ceramiczno-metalowej OC4 1lub OC4p, Przeznaczona Jjest
do pracy w mieszaczach mikrofalowych w pasmie 2 - 4 GHz, Jej
podtypami sa diody: BADP 14A, BADP 14B, BADP 14C,

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Prad wsteczny . IR 1 /uA
Prad w kierunku IF &0 mA
przewodzenia .
Temperatura pracy LR R 0 °c

KARTA KATALOGOWA




Temperatura przechowywania tatg . -55 +-100 °C
Catkowita moc rozproszona Ptot 50 mW
Temperatura zitgcza tj 150 °c
ELEKXTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE _
Nazwa parametru Symbol|Jedn, migérzzic Warunki pomiaru
Napiecie przebi- Utery| v 3 ~ Ip =1 yuA
cia wstecznego
Pojemnos$é zlacza C‘j pF - |0,65 Ug =0V
Czestotliwosdé Lo GHz |55 - ~
graniczna _ .
Catkowita moc Ptot mW - 50 Kierunek przewodzenia
rozproszona _ '
Wspéxczynnik szu-| F_ dB
méw dla:
BADP 14A 7 | Py =1 my,
BADP 14B - 16,5 f = 3 GHz,
BADP 14C 6 Fle = 1,5 dB
WspdXczynnik - 5 - “ Py = 1 mW, R, = 20 Q,
fali stojacej " £33 B oMzl
Impedancja diody | Z. Q 200 {400 | Py = 1 m¥,
dla poséredniej iF 8 = 2D,
czestotliwosci f < 31 CHz
Otcigzalnosé Po, [m¥ ~ 0 |T=3€CH, t.=5mnmnin
mocowa falg
ciagla
Pojemnosc c pF - 0,25 | £ = 1 MHz
rozproszona p
Catkowita szere- LS nH - 0,58 f =3 GHz
gowa indukcja
zastepcza
Maksymalna ener- WB erg - 5 T = 2.5 08
gia pojedyncze-
go impulsu
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